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멤리스터(memristor)는 기억된 전하량에 따라 저항이 변화하는 특성을 갖는 수동 소자로서, 고

집적성, 고속도성, 저소비전력 특성이 우수하여 비휘발성 메모리 소자로 각광받고 있다. 멤리

스터의 응용성을 확장시키기 위해서 본 연구에서는 물질의 표면 화학 특성을 이용하여 새로운

메모리 제어 조건으로 빛의 입사 각도를 도입하였다. ITO 기판 위에 hydrothermal 방법으로 ZnO

나노선을 수직하게 형성하고 그 위에 Au 상부 전극을 형성하여 MIM 소자 구조를 제작하고 표

면 처리를 거쳤다. 본 연구에서는 전형적인 전기적 제어 조건에 더불어 빛의 입사 각도 조건을

바꿔가면서 소자의 전기적 특성을 평가 하였을 뿐만 아니라, 극적인 굴절 특성을 부여하기 위

해서 소자 측정을 물 속에서 진행하였다. 이를 통해 두 가지 빛의 입사 각도에 따라 서로 다른

소자 거동을 나타내는 결과를 확인하였으며, 전류-전압 곡선과 XPS 분석을 통해 입사각 선택

성의 메커니즘을 제안하였다. 뿐만 아니라 추가적으로 제거 가능한 liquid passivation layer를 도

입하여 금속산화물 표면 환경을 변환 시켜줌으로써 programmability에 차이가 있는 두 가지 메모

리 특성을 하나의 소자에서 가역적으로 얻을 수 있다는 결과를 얻었다.


